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Wyznaczanie
}[f charakterystyk
statycznych tranzystora

ES

Przyrzady:

Ukfad do wyznaczania charakterystyk, zasilacz prgdu statego (dwa napiecia), dwa

woltomierze, miliamperomierz, mikroamperomierz (cztery multimetry uniwersalne).

Tranzystor w ukfadzie ze wspdlnym emiterem jest odpowiednikiem triody prézniowej z

uziemiong katodg (rys. 1). Napiecie baza — emiter Use lub prad bazy Is steruje wielko$cig

pradu kolektora Ic, analogicznie jak napiecie siatkowe w triodzie steruje wielkoscig pradu

anodowego.
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Rysunek 1
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Rys. 2 przedstawia schemat uktadu do badania charakterystyk statycznych tranzystora.

Badany tranzystor nalezy do rodziny tranzystoréw typu n-p-n.
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Rysunek 2

V1 — napiecie Use

V2 — napiecie Uce

MA — prad Is

mA — prad Ic
Potencjometry : P1 - doktadna regulacja Is

P2 — zgrubna regulacja Is

Ps — regulacja Uce

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci:

UWAGA: Na stronie internetowej | Pracowni Fizycznej i w samej Pracowni jest

dostepna skrécona instrukcja obstugi multimetru (miernika uniwersalnego).

. Potgczy¢ uktad wedtug schematu jak na rys. 2.

. Wszystkie pomiary wykonujemy przyrzagdami (woltomierze i amperomierze) ustawionymi
na pomiar napiecia/pradu statego DC, lub ,-").

. Ustali¢ wartos¢ pradu bazy Is = 30pA i wyznaczy¢ zaleznos¢ pradu kolektora Ic od
napiecia kolektor — emiter Uce , ktore nalezy zmienia¢ co 0,1V w przedziale od 0V (od
minimalnej wartosci napiecia mozliwej do ustawienia) do 1,0V a dalej co 0,5V az do

osiggniecia Uce = 5,0V.
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Wyniki wpisac w tabeli:

Tabela 1
L. p. Ic Uce

[mA] [V]

4. Wykonac pomiary jak w punkcie 2 dla pradu bazy IB = 50, 80, 100 A.

5. Dla ustalonego napiecia kolektor — emiter Uce = 5,0V wyznaczy¢ zaleznos¢ Ic od s,
oraz Use od Is.
Pomiary zacza¢ od Is =30 pA i wykonac dla 7 - 10 punktow pomiarowych (nie przekraczaé
wartosci 120 pA.
UWAGA: Przy kazdej zmianie pradu Is ustalona poczgtkowo wartos¢ napiecia Uce sie
zmienia — dlatego po kazdej zmianie pradu Is nalezy ponownie ustawic¢ napiecie Uce =
5,0V.

Wyniki wpisa¢ do tabeli

Tabela 2
L. p. Is Ic Use

[LA] [MA] [V]

6. Wykresli¢ charakterystyki tranzystora w uktadzie OE.

a) zaleznos¢ Ic od Uce dla ustalonych wartosci Is w | ¢wiartce uktadu
wspétrzednych.

b) zalezno$¢ Ic od Is dla Uce = 5,0V w IV ¢wiartce uktadu wspotrzednych.

c) zaleznos¢ Use od Is w Il éwiartce uktadu wspoirzednych.
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7. Z charakterystyki Ic = f(Is) wyznaczy¢ dopasowujgc metodg najmniejszych kwadratow
prostg lc = Bls, a stad wzmocnienie prgdowe .

8. Obliczy¢ wzmocnienie prgdowe w uktadzie OB ze wzoru :

a=pBI1+ )
9. Z charakterystyki Use = f(Is) wyznaczy¢ przez rozniczkowanie graficzne opornos¢

wejsciowa:

Rye; _AUge dla lc = 10mA
Al

Obliczy¢ Rwej W.g. wzoru:
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i poréwnac z wynikami uzyskanymi graficznie.

Wymagania:

- wiasnosci potprzewodnikow, struktura pasmowa [7, 15]

- potprzewodniki domieszkowe [7, 15]

- zigcza p — n, zasada dziatania tranzystora [11,. 15]
charakterystyki tranzystora, wzmacniacz



